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요약

본 발명은 마스크 공정을 줄일 수 있는 박막 트랜지스터 액정표시장치의 제조방법에 관한 것으로, 절연 기판상에 제 1

마스크를 이용하여 게이트 전극을 형성하는 단계와, 상기 게이트 전극을 포함한 전면에 게이트 절연막, 활성층, 채널

층. 소오스/드레인 전극용 금속층을 차례로 증착하는 단계와, 상기 활성층, 채널층, 소오스/드레인 전극용 금속층을 

차례로 제 2 마스크을 이용하여 식각하고, 상기 소오스/드레인 전극용 금속층 표면이 선택적으로 노출되도록 제 2 마

스크를 에싱하는 단계와, 상기 에싱된 제 2 마스크를 이용하여 소오스/드레인 전극용 금속층과 채널층을 식각하는 단

계와, 상기 결과물 상부에 보호막을 형성하는 단계와, 상기 보호막상에 선택적으로 풀-톤, 제로-톤, 하프-톤 영역을 

갖는 제 3 마스크를 형성하는 단계와, 상기 제로-톤 영역의 제 3 마스크로 이용하여 상기 보호층을 식각하는 단계와, 

상기 하프-톤 영역의 제 3 마스크를 에싱공정을 이용하여 제거하는 단계와, 상기 풀-톤 제 3 마스크를 포함한 전면에

ITO 물질을 증착하고, 리프트-오프 레지스트 공정을 이용하여 상기 제 3 마스크를 제거하는 단계를 포함하는 것을 

특징으로 한다.

대표도

도 2f

명세서

도면의 간단한 설명

도 1a 내지 도 1e는 종래의 4 마스크를 이용한 박막트랜지스터 액정표시장치의 제조방법을 나타낸 공정 단면도

도 2a 내지 도 2f는 본 발명의 일실시예에 따른 3 마스크를 이용한 박막트랜지스터 액정표시장치의 제조방법을 나타

낸 공정 단면도

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

101 : 유리기판 102 : 게이트 전극
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103 : 게이트 절연막 104 : 활성층

105 : n  + 채널층 106 : 소오스/드레인 전극용 금속층

107 : 그레이-톤 포토레지스트 108 : 보호막

109 : 제 3 마스크 110a : 화소전극

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 박막 트랜지스터-액정 표시 장치의 제조방법에 관한 것으로, 특히 마스크 공정을 줄일 수 있는 박막 트랜

지스터 액정표시장치의 제조방법에 관한 것 이다.

일반적으로 평판표시장치(Flat Panel Display)의 일종인 LCD(Liquid Crystal Display)는 액체의 유동성과 결정의 광

학적 성질을 겸비하는 액정에 전계를 인가하여 광학적 이방성을 변화시켜 얻어지는 명암의 차이로 화상을 얻는 장치

이다.

그리고 사용되는 액정의 종류에 따라 TN(Twisted Nematic), STN(Super TN), 강유전성(Ferro electric) LCD 등으

로 나누어지고, 화소의 스위칭 소자인 TFT를 각 화소마다 내장하는 TFT LCD 등이 사용되고 있다.

또한, 화면을 수만에서 수십만개로 분할하여 각 화소에 구동소자를 제작하고 스위칭 특성을 이용하여 화소의 동작을 

제어하는 방식의 AMLCD 등이 사용되고 있다.

이러한 LCD는 종래 음극선관(Cathode Ray Tube)에 비해 소비전력이 낮고, 경박단소화가 용이하며 칼라화, 대형화 

및 고정세화가 가능하여 차츰 사용 범위가 넓어지고 있으며, 최근에는 액정의 응답속도가 빠르고 고화질화에 유리한 

TFT-LCD가 주목받고 있다.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 종래의 박막트랜지스터 액정표시장치의 제조방법에 대하여 설명하기로 한다.

도 1a 내지 도 1e는 종래의 4 마스크를 이용한 박막트랜지스터 액정표시장치의 제조방법을 나타낸 공정 단면도이다.

도 1a에 도시한 바와 같이 절연 기판 예컨대 유리기판(11) 상부에 소정의 금속막을 증착한 후, 제 1 마스크 공정을 이

용한 식각공정을 통해 소정 부분 패터닝 하여 게이트 전극(12)을 형성한다.

이어, 상기 결과물 상부에 게이트 절연막(13)을 증착한 후, 상기 게이트 절연막(13)상에 도핑되지 않는 비정질 실리콘

재질의 활성층(14)과, 도핑된 비정질 실리콘 재질의 n  + 채널층(15) 그리고 소오스/드레인 전극용 금속층(16)을 차

례로 증착한다.

도 1b에 도시한 바와 같이 상기 소오스/드레인 전극용 금속층(16)상에 그레이-톤 포토레지스트(17)를 증착하고, 노

광 및 현상공정을 이용하여 패터닝한다.

그리고 상기 패터닝된 그레이-톤 포토레지스트(17)를 제 2 마스크로 이용한 식각공정을 통해 상기 소오스/드레인 전

극용 금속층(16)을 식각한다.

도 1c에 도시한 바와 같이 상기 소오스/드레인 전극용 금속층(16)이 노출되도록 상기 패터닝된 그레이-톤 마스크 포

토레지스트(17)에 에싱(Ashing) 공정을 실시한 후, 상기 도핑된 비정질 실리콘 재질의 활성층(15)과, 상기 비정질 실

리콘 재질의 채널층(14) 식각한다. 이때, 상기 소오스/드레인 전극용 금속층(16) 사이의 n+ 채널층(14)은 소오스/드

레인 전극용 금속층(16) 식각을 막아준다.

그리고 상기 소오스/드레인 전극용 금속층(16)을 다시 식각한다. 이때, 상기 채널층(14)의 소오스/드레인 전극(16)이 

식각된 후, n+ 채널층(15)을 선택적으로 식각한다.
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이어, 상기 에싱된 그레이-톤 포토레지스트(17)를 마스크로 이용하여 상기 소오스/드레인 전극용 금속층(16)을 식각

한 후, n  + 채널층(15)을 선택적으로 식각한 다.

도 1d에 도시한 바와 같이 상기 에싱된 그레이-톤 포토레지스트(17)를 제거한 후, 상기 소오스/드레인 전극용 금속층

(16)을 포함한 기판(11) 전면에 보호막(18)을 형성한다.

이어, 제 3 마스크 공정을 이용한 식각공정을 통해 상기 소오스/드레인 전극용 금속층(16)이 선택적으로 노출되도록 

콘택홀(19)을 형성한다.

도 1e에 도시한 바와 같이 상기 콘택홀(19)을 포함한 상기 보호막(18)상에 ITO 물질을 증착하고, 제 4 마스크 공정을

이용한 식각공정을 통해 상기 콘택홀(19)을 통하여 상기 소오스/드레인 전극용 금속층(16)과 접촉되는 화소전극(20)

을 형성한다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

그러나 상기와 같은 종래의 박막 트랜지스터 액정표시장치의 제조방법에 있어서는 다음과 같은 문제점이 있었다.

패턴을 형성하기 위하여 설계된 마스크는 매우 고가이어서 공정에 적용되는 마스크 수가 증대되면 액정표시소자를 

제조하는 비용이 이에 비례하여 상승한다.

따라서, 4개의 마스크를 가지고 식각 공정이 진행되므로 장비간 잦은 이동에 의한 공정시간 증가 등으로 공정이 매우

복잡하다.

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출한 것으로 마스크 수를 감소시켜 비용 절감 및 생산 능력을 향

상시킬 수 있는 박막트랜지스터 액정표시장치의 제조방법을 제공하는데 그 목적이 있다.

발명의 구성 및 작용

상기와 같은 목적을 달성하기 이한 본 발명의 박막트랜지스터 액정표시장치의 제조방법은 절연 기판상에 제 1 마스

크를 이용하여 게이트 전극을 형성하는 단계와, 상기 게이트 전극을 포함한 전면에 게이트 절연막, 활성층, 채널층. 소

오스/드레인 전극용 금속층을 차례로 증착하는 단계와, 상기 활성층, 채널층, 소오스/드레인 전극용 금속층을 차례로 

제 2 마스크을 이용하여 식각하고, 상기 소오스/드레인 전극용 금속층 표면이 선택적으로 노출되도록 제 2 마스크를 

에싱하는 단계와, 상기 에싱된 제 2 마스크를 이용하여 소오스/드레인 전극용 금속층과 채널층을 식각하는 단계와, 상

기 결과물 상부에 보호막을 형성하는 단계와, 상기 보호막상에 선택적으로 풀-톤, 제로-톤, 하프-톤 영역을 갖는 제 

3 마스크를 형성하는 단계와, 상기 제로-톤 영역의 제 3 마스크로 이용하여 상기 보호층을 식각하는 단계와, 상기 하

프-톤 영역의 제 3 마스크를 에싱공정을 이용하여 제거하는 단계와, 상기 풀-톤 제 3 마스크를 포함한 전면에 ITO 물

질을 증착하고, 리프트-오프 레지스트 공정을 이용하여 상기 제 3 마스크를 제거하는 단계를 포함하는 것을 특징으로

한다.

또한, 상기 제 3 마스크 에싱공정시 상기 할프-톤 마스크는 제로-톤 마스크가 되고, 상기 풀-톤 마스크는 하프-톤 마

스크가 되는 것이 바람직하다.

또한, 상기 풀톤, 제로-톤, 하프-톤 영역을 갖는 제 3 마스크은 빛 노광을 이용하여 형성하는 것이 바람직하다.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 박막트랜지스터 액정표시장치의 제조방법에 대하여 보다 상세히 설명하기

로 한다.

도 2a 내지 도 2f는 본 발명의 일실시예에 따른 3 마스크를 이용한 박막트랜지스터 액정표시장치의 제조방법을 나타

낸 공정 단면도이다.

도 2a에 도시한 바와 같이 절연 기판 예컨대 유리기판(101) 상부에 소정의 금속막을 증착한 후, 제 1 마스크 공정을 

이용한 식각공정을 통해 소정 부분 패터닝하여 게이트 전극(102)을 형성한다.

이어, 상기 결과물 상부에 게이트 절연막(103)을 증착한 후, 상기 게이트 절연막(103)상에 도핑되지 않는 비정질 실

리콘 재질의 활성층(104)과, 도핑된 비정질 실리콘 재질의 n  + 채널(105) 그리고 소오스/드레인 전극용 금속층(106)

을 차례로 증착한다.
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도 2b에 도시한 바와 같이 상기 소오스/드레인 전극용 금속층(106)상에 그레이-톤 포토레지스트(107)를 증착하고, 

노광 및 현상공정을 이용하여 패터닝한다.

그리고 패터닝된 그레이-톤 포토레지스트(107)를 제 2 마스크로 이용한 식각공정을 통해 상기 소오스/드레인 전극용

금속층(106)을 식각한 후, 상기 활성층(104)과 n  + 채널층(105)을 식각한다.

도 2c에 도시한 바와 같이 상기 소오스/드레인 전극용 금속층(106)이 노출되도록 상기 패터닝된 그레이-톤 포토레지

스트(107)에 에싱(Ashing) 공정을 실시한다.

이어, 상기 에싱된 그레이-톤 포토레지스트(107)를 마스크로 이용하여 상기 소오스/드레인 전극용 금속층(106)을 식

각한 후, n  + 채널층(105)을 선택적으로 식각 한다.

도 2d에 도시한 바와 같이 상기 에싱된 그레이-톤 포토레지스트(107)를 제거한 후, 상기 소오스/드레인 전극용 금속

층(106)을 포함한 기판(101) 전면에 보호막(108)을 형성한다.

이어, 상기 보호막(108)을 포함한 전면에 레지스트를 증착한 후, 노광 및 현상공정을 이용하여 풀-톤 마스크 영역(10

9a)과, 제 1 제로-톤 마스크 영역(109b) 그리고 제 1 하프-톤 마스크 영역(109c)을 갖는 제 3 마스크(109)를 형성한

다. 이때, 상기 제 3 마스크(109)는 빛 노광 공정에 의해서 형성된다.

도 2e에 도시한 바와 같이 상기 제 3 마스크(109)를 이용한 식각공정을 통해 상기 제 1 제로-톤 마스크 영역(109b)

의 상기 보호막(108)을 습식식각하여 콘택홀을 형성한 후, 에싱공정을 실시한다. 이때, 상기 풀-톤 마스크(109a)는 

제 2 하프-톤 마스크(109d)가 되며, 상기 제 1 하프-톤 마스크(109c)는 제 2 제로-톤 마스크가 된다.

이어, 상기 결과물 상부에 ITO 물질(110)을 증착한다.

도 2f에 도시한 바와 같이 잔존하는 제 2 하프-톤 마스크(109d)에 리프트-오프 공정을 이용하여 상기 제 2 하프-톤 

마스크(109d)상에 잔존하는 ITO 물질(110)을 제거하므로 상기 소오스/드레인 전극용 금속층(106)과 접촉되는 화소

전극(110a)을 형성한다.

발명의 효과

이상에서 설명한 바와 같이 본 발명의 박막트랜지스터 액정표시장치의 제조 방법에 의하면, 3개의 마스크를 이용하여

식각 공정을 진행하므로 4개의 마스크를 이용하는 종래와 비교하여 제작비용이 감소하고, 공정을 단순화할 수 있다.

따라서, 수율 및 양산 능력을 증가시킬 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
절연 기판상에 제 1 마스크를 이용하여 게이트 전극을 형성하는 단계와;

상기 게이트 전극을 포함한 전면에 게이트 절연막, 활성층, 채널층. 소오스/드레인 전극용 금속층을 차례로 증착하는 

단계와;

상기 활성층, 채널층, 소오스/드레인 전극용 금속층을 차례로 제 2 마스크를 이용하여 식각하고, 상기 소오스/드레인 

전극용 금속층 표면이 선택적으로 노출되도록 제 2 마스크를 에싱하는 단계와;

상기 에싱된 제 2 마스크를 이용하여 소오스/드레인 전극용 금속층과 채널층을 식각하는 단계와;

상기 결과물 상부에 보호막을 형성하는 단계와;

상기 보호막상에 선택적으로 풀-톤, 제로-톤, 하프-톤 영역을 갖는 제 3 마스크를 형성하는 단계와;

상기 제로-톤 영역의 제 3 마스크로 이용하여 상기 보호층을 식각하는 단계와;

상기 하프-톤 영역의 제 3 마스크를 에싱공정을 이용하여 제거하는 단계와;
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상기 풀-톤 제 3 마스크를 포함한 전면에 ITO 물질을 증착하고, 리프트-오프 레지스트 공정을 이용하여 상기 제 3 

마스크를 제거하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 박막트랜지스터 액정표시장치의 제조방법.

청구항 2.
제 1 항에 있어서,

상기 제 3 마스크 에싱공정시 상기 할프-톤 마스크는 제로-톤 마스크가 되고, 상기 풀-톤 마스크는 하프-톤 마스크

가 되는 것을 특징으로 하는 박막트랜지스터 액정표시장치의 제조방법.

청구항 3.
제 1 항에 있어서,

상기 풀-톤, 제로-톤, 하프-톤 영역을 갖는 제 3 마스크은 빛 노광을 이용하여 형성하는 것을 특징으로 하는 박막트

랜지스터 액정표시장치의 제조방법.

청구항 4.
제 1 항에 있어서,

상기 풀-톤 영역과 하프-톤 영역은 리프트 오프에 따라 그 두께를 변경할 수 있는 것을 특징으로 하는 박막트랜지스

터 액정표시장치의 제조방법.

도면

도면1a

도면1b

도면1c
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도면1d

도면1e

도면2a

도면2b
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도면2c

도면2d

도면2e

도면2f



专利名称(译) 薄膜晶体管液晶显示装置的制造方法

公开(公告)号 KR1020030058511A 公开(公告)日 2003-07-07

申请号 KR1020010088967 申请日 2001-12-31

[标]申请(专利权)人(译) HYDIS TECH
HYDIS技术有限公司

申请(专利权)人(译) 하이디스테크놀로지주식회사

当前申请(专利权)人(译) 하이디스테크놀로지주식회사

[标]发明人 LEE KEUNSOO
이근수

发明人 이근수

IPC分类号 G02F1/136

其他公开文献 KR100494703B1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

用途：提供一种制造薄膜晶体管液晶显示器的方法，以通过减少掩模的
数量来降低制造成本并简化工艺。组成：通过使用第一掩模在绝缘基板
（101）上形成栅电极。用于源极和漏极的栅极绝缘膜（103），有源层
（104），沟道层，金属层（106）依次沉积在包括栅极的前表面上。通
过使用第二掩模依次蚀刻有源层，沟道层，用于源电极和漏电极的金属
层。第二掩模选择性地暴露用于源极和漏极的金属层的表面。通过使用
第二掩模蚀刻用于源电极和漏电极的金属层以及沟道层。在蚀刻的沟道
层上形成钝化层（108）。在钝化层上形成第三掩模，选择性地具有全色
调，零色调和半色调区域。通过使用零色调区域掩模来蚀刻钝化层。通
过灰化处理去除半色调掩模。在包括全色调掩模的前表面上沉积ITO（氧
化铟锡）材料，并且通过使用剥离抗蚀剂工艺去除第三掩模。
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